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晶体管有高频管和低频管之分，一般来说低频管只能用在 1MHz 以下的频率范围；高频

管则可以用到几十或几百 MHz 的高频范围。如果使用频率超过了晶体管的频率范围，则晶

体管的放大特性就显著的变坏，甚至无法使用。晶体管放大特性的变坏是由于讯号频率超过

某一值以后，晶体管的电流放大系数开始下降而造成的。

晶体管的共射极电流放大系数β与信号频率 f的关系式如下：
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β0 为低频时的放大倍数，fβ为共射极的截止频率，即共射极电流放大系数β下降到

0.707β0的频率。如图所示：晶体管发射极电流放大系数β随频率的变化曲线。

在频率较低时，β基本不随频率变化；当频率较高时，β值随频率的升高而下降； fT 是

β等于 1时的 f 值，此时有Β x f = fT。

当频率低于 fT时，β >1，晶体管有电流放大作用；当 f > fT，β <1，没有电流放大作用，

所以 fT 是晶体管可以起电流放大作用的最高频率的限度，是设计电路的一个重要依据。
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